Kapitel 7 Mess- und Prifverfahren
Bandorf, Gerdes, Sander
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a) Mikroskop, b) Elektronenmikroskop c) Rasterkraft-, Rastertunnelmikroskop.

Weitsichtigkeit: Gegenstande werden hinter der Netzhaut scharf abgebildet, die
Brennweite der Linse ist fir die Gro3e des Augapfels zu gering.

Kurzsichtigkeit: Das Bild ist vor der Netzhaut scharf, der Augapfel ist zu lang.

Abstand des Auges vom Gegenstand fur ermidungsfreies Sehen (250 mm)

x=250mm - tan% =0,073mm =73um

Die Beugung an den Offnungen begrenzt die Auflésung. Kleinste auflésbare Struktur
bei Verwendung von sichtbarem Licht ca. 250 nm.

Erhéhung der Apertur, Verkleinerung der Lichtwellenlange.

436nm

=———=172nm
2-0,95-1,333

vgl. Abb. 7.10

Hellfeld: Probe wird direkt beleuchtet, das reflektierte Licht wird registriert,

Dunkelfeld: Probe wird seitlich beleuchtet, das an Objektkanten gestreute Licht wird
registriert.

vgl. Seite 215/216, Abb. 7.14
Die Elektronen bendtigen eine grole freie Weglange.

Nicht elektrisch leitende Proben, ohne Beschichtung wiirden sich die Proben durch
die Elektronen aufladen. Das wiirde zu unscharfen Bildern fihren.

Beim Rastertunnelmikroskop wird ein Tunnelstrom zwischen der Nadelspitze und
einer elektrisch leitenden Probe gemessen und zur Regelung der Abtasthéhe
verwendet. Es kdnnen nur leitfahige Proben untersucht werden.

_1-71pm
2-sin7,3
3. Ordnung: 22°, 4. Ordnung 29° !!

=279pm,d, =284 pm,d, =284pm,d, =293 pm,d,, =285 pm
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Bei zur groRem Nadelradius kénnen die Ecken oder der der Boden eines Grabens
ggf. nicht mehr erreicht werden.

Schwingquarz: Messung bei der Beschichtung in situ moglich, es wird nicht die Probe
direkt gemessen sondern neben der Probe.

Profilometer: universell anwendbar, sofern eine Stufe vorhanden ist, Probe muss
aber aus einer Vakuumkammer entnommen werden, dadurch kann sie sich
verandern.

a) Schwingquarz

b) Profilometer

c) Reflexionsspektroskopie, Ellipsometrie
d) Profilometer, Interferometer

e) Reflexionsspektroskopie, Interferometrie

640nm-4-1,5

A= =3840nm

Verstarkung (k = 2,4,6,8,10): 1920nm, 960nm, 640nm, 480nm, 384nm
Ausléschung (k = 1,3,5,7,9): 3940nm, 1280nm, 768nm, 548nm, 427nm
Ubereinstimmung mit Abb. 7.26(re) im Rahmen der Messgenauigkeit

Chipgehause (C), Leiterplatte (C,Si), Chip (Si), Leiterbahnen (Cu), Pads (Au)



